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CONVERTOARE FOTOVOLTAICE TiO,/p-CdTe S$I TiO,/n-CdSe

Petru DUMITRIU, Tamara POTLOG

Universitatea de Stat din Moldova

In aceasti lucrare este descris procesul de fabricare si proprietatile fotoelectrice ale convertoarelor fotovoltaice bazate
pe structurile TiO,/CdSe si TiO,/CdTe. Cele mai bune valori ale tensiunii circuitului deschis si ale densitatii curentului
de scurtcircuit pentru structura TiO,/CdSe sunt 0,43 V si, respectiv, 9,12 mA/cm? , iar pentru dispozitivul cu CdTe — 0,59 V si
9,5 mA/cm?, respectiv. Eficienta cea mai ridicata pentru structura TiO,/CdSe este de 1,63%, iar pentru TiO,/CdTe — de
1,98%.
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TiO,/p-CdTe AND TiO,/n-CdSe PHOTOVOLTAIC DEVICES

This paper describes the fabrication process and photoelectrical properties of thin film photovoltaic devices based on
TiO,/CdSe and TiO,/CdTe structures. The best open circuit voltage and the current density achieved for photovoltaic
devices with CdSe reaches 0.43 V and 9.12 mA/cm’, but for devices with CdTe 0.59 V and 9.5 mA/cm’, respectively.
The highest efficiency achieved for TiO,/CdSe photovoltaic devices is 1.63%, for TiO,/CdTe — 1.98%.
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